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Merenje karakteristika dioda
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Strujno-naponska karakteristika PN dioda
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Merenje karakteristika bipolarnog tranzistora




Zavisnost struja baze I i kolektora /. od napona V¢
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Izlazna karateristika bipolarnog tranzistora sa oznacenim rezimima rada
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Merenje karakteristika MOS tranzistora
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Rezim zasicenja — zavisnost I; od napona Vg
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Izlazna karakteristika MOSFET-a sa oznacenim rezimima rada
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